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Parametry techniczne
Czesc¢ 2: Suszarka w punkcie krytycznym oraz napylarka

Suszarka w punkcie krytycznym:

1. Urzadzenie (automatyczna suszarka w punkcie krytycznym) musi umozliwiaé suszenie preparatéw w punkcie
krytycznym;

2. Sterowanie wszystkimi funkcjami urzagdzenia powinno odbywaé sie poprzez kolorowy ekran dotykowy LCD;

3. Automatyczna suszarka w punkcie krytycznym powinna mie¢ mozliwos¢ podgladu przygotowywanego preparatu z gory
oraz od frontu urzgdzenia;

4. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w komore preparatu o pojemnosci przynajmniej 150 ml. Komora powinna by¢
wyposazona w ukfad podswietlenia;

5. Automatyczna suszarka w punkcie krytycznym powinna posiadaé automatyczne odcinanie cisnienia i temperatury po
osiggnieciu granicznych wartosci;

6. Maksymalne ci$nienie robocze nie wieksze niz 79 bar;

7. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w mieszadetko magnetyczne, z mozliwoscia wyboru minimum 2 predkosci
obrotowych;

8. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji temperatury roboczej: dla chtodzenia w zakresie min. 6-24°C, a dla
ogrzewania w zakresie min. 34-42°C;

9. Szybkos¢ grzania komory w zakresie nie mniejszym niz od 1°C do 3°C na minute i szybkos¢ chtodzenia w zakresie nie
mniejszym niz 2°C na minute;

10. Zestaw powinien obejmowac¢ przynajmniej 3 uchwyty na preparaty, min. dwa teflonowe wypetniacze komory dla
niskiego zuzycia ciektego CO2;

11. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w pojemnik na zuzyty odczynnik;

12. Powinna istnie¢ mozliwos¢ przeprowadzenia catego procesu bez ingerencji operatora, a takze mozliwos¢ ustawienia
poczatku i korica procesu na dowolny termin;

13. Aparatura powinien by¢ objety petng minimum 24 miesieczng gwarancja.

Napylarka:

1. Napylarka jonowa z dwiema, tatwo wymienialnymi (nie wymagajgcymi zadnych dodatkowych narzedzi) gtowicami do
otrzymywania warstw metali szlachetnych i warstw weglowych;

2. gtowica do metali szlachetnych, ktdra jest dostosowana do targetéw nie wiekszych niz 54 mm i maksymalnej grubosci
1 mm;

3. zintegrowany detektor grubosci warstwy;

4. minimum 1 target ztota o grubosci 0,2 mm;

5. pompa rotacyjna i odpowiednie potgczenia prézniowe;

6. widkno weglowe o dtugosci min. 100 metrow;

7. Urzadzenie ma zapewnia¢ mozliwos¢: napylania metodg jonowego rozpylania metalami szlachetnymi (m.in. ztotem Au);
zadania wymagane] grubosci w skali nm; uzyskiwania warstw weglowych z widkien weglowych; napylania
kierunkowego metalami szlachetnymi dla préobek ptaskich lub dyfuzyjnego dla prébek przestrzennych; uzyskiwania
warstwy weglowej w dwdch trybach: pulsacyjnym (PULSE) lub btyskowym (FLASH); automatyczng kontrole procesu
napylania; zdefiniowania zakonczenia trwania procesu na podstawie okreslenia przez uzytkownika maksymalnego czasu
napylania lub zadanej grubosci napylanej warstwy; oczyszczenia plazmowego, poprzez zintegrowang i umieszczong
w komorze napylarki elektrode do wytadowania jarzeniowego (ang. ,glow discharge”);

8. Aparatura powinien by¢ objety petng minimum 24 miesieczng gwarancjg;

9. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w:

— metalowa komore odporng na uszkodzenia o wymiarach wewnetrznych minimum 140x140x140 mm oraz drzwi ze
szklanym okienkiem, ktére mozna tatwo zdemontowac do czyszczenia;
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— stolik na preparaty o srednicy co najmniej 75 mm posiadajacy zakres ruchow w osi Z minimum 60 mm,
przystosowany do umieszczenia minimum 18 standardowych stolikdw SEM % cala;

— stolik planetarny z mozliwoscig automatycznej rotacji i statym pochyleniem 30 stopni. Na stoliku znajduja sie co
najmniej 4 dodatkowo obracajgce sie platformy na stoliki SEM % cala, kazda z platform posiada mozliwosé
umieszczenia co najmniej 4 stolikdw SEM % cala;

— stolik rotacyjny o Srednicy co najmniej 75 mm, przystosowany do umieszczenia minimum 18 standardowych
stolikdw SEM % cala;

—  zintegrowany panel dotykowy do obstugi i zmiany parametrow procesu. Wyswietlacz jednoczesnie powinien
wskazywac przynajmniej podstawowe dane parametry procesu napylania takie jak: wielko$¢ prozni, status
pracy itp.;

— automatyczng przestone, ktdra bedzie chronita preparat przed niekorzystnymi efektami na poczatku procesu;

— wydajng 2 stopniowg olejowg pompe prézniowg wytwarzajgcg proznie na poziomie min. 7x10-3 mbar oraz
minimalnej wydajnosci (mozliwosci pompowania) 5 m3/h;

—  zintegrowany uktad do pomiaru grubosci napylonej warstwy w czasie rzeczywistym przy pomocy wagi kwarcowej
z doktadnoscig ponizej 1 nm. Ponadto urzadzenie musi posiadac¢ automatyczng korekte pomiaru grubosci napylanej
warstwy na wadze kwarcowej w przypadku zmiany odlegtosci probki od gtowicy napylajacej;

— zabezpieczenia programowe (obecne réwniez w samym urzadzeniu) uniemozliwiajgce wykonanie potencjalnie
niebezpiecznych czynnosci;

— oprogramowanie musi umozliwia¢ w petni automatyczny proces napylania
|tj. odpompowania, przedmuchania argonem, stabilizacji plazmy, otwarcia przystony gtowicy, napylenia zadanej
grubosci lub napylania okreslonego zadanym czasem trwania procesu, zapowietrzenia (lub pozostawienie pod
proznia).

— urzadzenie musi umozliwia¢ fatwa aktualizacje oprogramowania poprzez wbudowany port USB oraz zapis
parametréw napylania oraz jego export na pamie¢ USB.
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